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Представлены зависимости электрического напряжения датчика от 

времени U(t), соответствующие остаточным распределениям намагничен-
ности магнитных носителей (МН) при воздействии на них магнитными по-
лями приставных намагничивающих устройств в виде электромагнитов 
и постоянных магнитов при разных скоростях движения источников поля 
относительно металлических объектов в разных направлениях. Построены 
зависимости U(t) соответствующие распределениям по координате x, поз-
воляющие повысить точность определения структурных и магнитных 
свойств объекта и производительность контроля при движении источни-
ков поля относительно контролируемого объекта.  

 
Контроль дефектов сплошности в ферромагнитных, парамагнитных 

и диамагнитных металлах с помощью магнитного носителя (МН) и флюкс-
детекторов в приложенном и прошедшем поле изучен ранее авторами. Так, 
в [1] представлены результаты изучения распределений полей дефектов 
в импульсном магнитном поле в прошедшей волне, а в [2] описано опреде-
ление дефектов сплошности в металлах с использованием флюкс-детекто-
ров. Параметры сигналов полей дефектов зависят от магнитных и электри-
ческих свойств объектов, которые могут быть определены на основании ре-
зультатов, изложенных в [3]. Выделение сигналов, записанных на 
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магнитном носителе распределений магнитных полей и полученных с по-
мощью индукционной магнитной головки (МГ), осуществляли с учетом [4], 
где описан дифференциальный фон электрического сигнала, снимаемого с 
МГ, сканирующей МН. При разработке методов контроля авторами также 
учтены основы магнитографической дефектоскопии, изложенные в [5–7] 
и контроль дефектов вихретоковым методом [8; 9]. В данной работе исполь-
зованы также методы расчетов и измерений, описанные в работах авторов 
[10–12] и результаты, полученные в [13–16]. При анализе методов контроля 
с помощью МН в прошедшем поле возникает вопрос, как надо повысить 
возможности контроля при движении источника магнитного поля относи-
тельно контролируемого объекта.  

Целью работы является определение влияния скорости движения источ-
ника магнитного поля относительно ферромагнитного объекта и его направ-
ления на результаты контроля магнитных свойств и дефектов объекта с ис-
пользованием МН в прошедшем поле.  Результаты измерений представлены 
на рис. 1, 2. На обоих рисунках изображены зависимости U(t) электриче-
ского напряжения U от времени t при сканировании одного и того же дис-
кретного магнитного носителя индукционной магнитной головкой при раз-
ных условиях записи информации на МН. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость напряжения U(t) от времени 
для дискретного МН и неподвижного источника поля 
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Рис. 2. Зависимость напряжения U(t) от времени для дискретного МН 
и движущегося источника поля 

 
На рис. 1 показана зависимость U(t) при сканировании дискретного МН 

индукционной магнитной головкой, полученная для неподвижного источ-
ника поля. 

Источниками магнитного поля являлись П-образные приставные элек-
тромагниты и постоянные магниты. В качестве объекта использовали лист 
из оцинкованной жести толщиной 1 мм, в которой создали искусственный 
дефект диаметром 10 мм. Между объектом и источником поля располагали 
лист из алюминия толщиной 2 мм. Измерения проводили в прошедшем 
поле.  

Из рис. 1 следует, что амплитуда импульсов от краев магнитных полос дис-
кретного МН изменяется в пределах от 0,002 В до 0,015 В. Края дефекта диа-
метром 10 мм соответствуют времени развертки t = 0,0027 с и t = 0,0035 с. 
Отметим, что такое различие сигналов от краев дефекта обусловлено, тем, что 
ось магнита сдвинута по отношению к оси дефекта на 5 мм.  

На рис. 2 показана зависимость U(t) электрического напряжения U от 
времени t, полученная при сканировании дискретного МН индукционной 
магнитной головкой для случая движения источника поля относительно 
объекта со скоростью около 10 м/с. Края дефекта диаметром 10 мм на рис. 2 
соответствуют времени развертки t = 0,0019 с и t = 0,0027 с.  



312 

Их амплитуда находится в пределах от 0,002 В до 0,006 В. Из сравнения 
рис. 1, 2 следует, что средняя амплитуда импульсов для движущегося источ-
ника   меньше средней амплитуды для неподвижного источника примерно 
в 1,5 раза. Таким образом, используя движущейся источник поля, можно не 
только ускорять процесс контроля во много раз, но и получать дополнитель-
ную информацию о наличии дефектов в материале объекта и его толщине. 
При этом определение свойств объектов можно проводить при наличии пре-
град, не позволяющих наблюдать объекты через оптически непрозрачные 
преграды, например, пластиковые, деревянные, металлические и другие пре-
грады.   
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Для автоматического управления электрическими цепями с помощью све-
товых сигналов применятся кристаллы, которые изменяют свое электриче-
ское сопротивление под действием света. К числу наиболее перспективных 
материалов, используемых в качестве эффективных электронно-оптических 
устройств, относятся фуллериты [1]. Фуллеритами называют кристалли-
ческие фазы, состоящие из фуллеренов (углеродных соединений с четным, 
более 20, количеством атомов углерода). 

 
Чистые фуллериты и их смеси с другими веществами являются полупро-

водниками с шириной запрещенной зоны 1,50–1,95 эВ. Это означает что при 
облучении обычным видимым светом их электрическое сопротивление 
уменьшается. При этом квантовый выход по отношению к образованию элек-
тронно-дырочных пар составляет 0,9. Иначе говоря, каждые 10 падающих фо-
тонов в среднем рождают 9 электронов. С этой точки зрения такие материалы 
являются лучшими в ряду органических фотопроводящих материалов. 


